UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory
typu BDP 280, BDP 282,
BDP 284, BDP 286

BN-87

3375-32/22

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegod-

lowe wymagania dotyczgce krzemowych z epitaksjalng
bazg tranzystordw mocy malej czestotliwosdci p-n-p

BDP 280, BDP 282, BDP 284, BDP 286 w obudowie

typu
pla-
stykowej CE 30 ( TO-220AB), przeznaczonych do zastoso-
wail w sprzgcie powszechnego uzytku oraz w urzgdzeniach
wymagajgcych zastosowania elementéw o wysckiej i bardzo
wysokie] jakosci zgodnie z okresleniami  wg PN-78/
T-01515.

Tranzystory sg przeznaczone do pracy w uktadach prze-
lgczajypcych mocy, w szeregowych i réwnolegiych regula-
torach, we wzmacniaczach m.cz. mocy i w stopniach ste-
rujacych i koncowych wzmacniaczy.

Tranzystory typu BDP 280, BDP 282, BDP 284, BDP 286
sg komplementarne odpowiednio do tranzystoréw BDP 279,
BDP 281, BDP 283, BDP 285.

Kategoria klimatyczna dla tranzystordw:

- standardowej jakosci ( poziom jakoscil) - 40/100/10,
- 40/100/21,
- bardzo wysokiej jako$ci ( poziom jakosci 1IV) - 40/

100/56.

- wysokiej jakos$ci ( poziom jakosci 111)

2. Przyklad oznaczenia

a) tranzystordw standardowej jakosci:

TRANZYSTOR BDP 286 BN-87/3375-32/22
b) tranzystordw wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BDP 286/3 BN-87/3375-32/22

c) tranzystordow bardzo wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BDP 286/4 BN-87/3375-32/22

3. Cechowanie tranzystordw powinno zawiera¢ naste-

pujgce dane:

a) nazwe producenta,

b) oznaczenie typu,

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej i
bardzo wysokiej jako$ci; tranzystory wysokiej jakosci po-
winny by¢ znakowane cyfrg 3, a tranzystory bardzo wyso-

kiej jako$ci cyfrg 4 umieszczong po oznaczeniu typu,

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora - wg

rys. 11 tabl. 1.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE 30,

A £

45’+50%

I

BN-87/3315-32/22-1
Rys. 1. Obudowa CE 30

Tablica 1., Wymiary obudowy CE 30

Symbol Wymiary, mm
wymiaru .

min nom max

1 2 i 4
A 4,06 - 4,83
b 0,64 - 0,89
b, 1,22 - 1,40
c 0,38 w 0,43
D 14,61 - 15,88
e 2,03 - 3,95
e, 4,57 - 5,64

F - 1q &7 -
H1 5487 - 6,73
J, 2,18 - 2,92

L 12,7 - -
L1 7,62 - 8,89
pp 3,58 . 3,63
Q 2,54 - 3,05
z 1,02 - 1,52
E 10,03 - 10,41
E, 9,20 - 9,40
E, 7 62 - B,13

Zgtoszona przez Fabryke Poétprzewodnikow TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikow dnia 15 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 11/1987, poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,30 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1396/87

Cena zt 45,00




BN-87/3375-32/22

5. Badania w grupie A, B, Ci D - wg BN-80/3375-32/00

Pe . l.

6. Wymagania szczegdlowe do badan grupy A, B, Ci D

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw A,
b,D,e - wodleglodci 6,45 ¢ 6,50 mm od

1
rys., 1 1tabl, 1,

b,
obudowy wg

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-

rametrdéw elektrycznych wg tabl. 2,

a)
Y =12V
* —0
128 10mH .
W np. Miller Odchylane
nr 4533 Y=Y pionowe
Do\ _.i 12 1%05W
! oo )
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c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych
parametréw elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrdw elek-
trycznych w temperaturze tgp.p= 100°C (poziom Il i IV)
wg tabl. 4,

e) badanie podgrupy B, C i D wg tabl, 5,

f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
daniach grupy B, C i D wg tabl. 6,

g) warto$é AQL dla jakosci podstawowej - dla podgrupy

C2 - 4%, dla podgrupy C4 - 2,5%.

)
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[BN-87/3375-32/22-2]

Rys. 2. Metoda pomiaru napig¢é przebicia kolektor-emiter

a) ukiad pomiarowy, b) oscylogram napieé przebicia

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom !, 111, V)

Wartoéci graniczne
O;naczenie Metoda pomiaru Wil pemiap ]edgostka
L.y literowe wg miary BDP 280 | BDP 282 | BDP 284 | BDP 286
parametru . . . _
min | max (min max | min jmax | min |max
1 2 3 4 5 6 7 8] 9 |10 19 | ©E | 13
bl PN-75/T-01504/09| -Upnpq =20V » 1 " 1 - - - -
-UCEO =40V mA - - - = - 1 - -
Wy 60 V - - - . . - - 1
2 -U(BR)CEO” rya. 2 1, -100mA; I =0 v wl -] = 158 |« | 9]
3 -U(BR)EBO PN-74/T-01504/04| - 15 = 1 mA; I.-0 v 3 - 5 15 - 5 -
4 hmﬂ PN-74/T-01504/08|-Up = 4 V; -1 =1 A mml o f - | 5 t & | = .y
Uy =4 Vi -1¢ =2 4 - - - - - ] 20200
-UCE =4 V; -1.=25A o T = - - 30 |200 5 2
-UCE =4 V; —IC=3 A - - 30 | 200 - - - -
5 _U(BR)CERﬂ rys. 2 -.IC=0,1 A;'RBE=1OOQ v 30| - | 40  [BE | - 80 | -
6 —Icrgn PN-75/T-01504/09 -UCER= 30V - |250| - |100 | - 5 = .
'UCER= 50 v nA - - - - - [100 - -
U g Y - - - - - - - | 100
1) Pomiar impulsowy: t, < 300 ps; 6< 2%.




BN-87/3375-32/22 3
Tablica 3, Parametry elekiryczne sprawdzane w_badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom 1, 11, IV)
' : Wartoéci graniczne
Oznaczenie Metoda pomiaru . \ Jednostka
] li Warunki pomiaru "
e || AAAEOGE e e BDP 280 | BDP 282 | BDP 284 |BDP 286
parametru )
min | max | min | max | min |max min | max
1 2 3 4 5 6 | 7 8 | 9 10 11{ 12 | 13
- 1 . =
1 |mU g pae?) | PN-74/T-01504/06 | -1, =1 A;-T, =0,1 A _ N N T I N T
-IC =2 A;—IB =0,2 A - = = = - - - 1
\'%
-IC =2,5A;-IB=0,25A - - - - - 1 - -
-IC =3 A; -IB =0,3 A - - - 1 - - - -
. 4) - - - = 4, = - = - = = - -
2 UBEsat PN-74/T-01504/06 Io =1A;-15=0,1A 1,8
-IC =2A;-IB =0,2 A . - - - - - - - 1,8
-1, =25 Al g<0,25A . . . s ~ 3,81 = 2
-IC =3A;-IB =0.,3 A - - - 1,8 " - - -
3 i PN-74/T-01504/24 -UCE=4 V;‘Ic =0,5 A - 8 ) 10 ) 10 ) 10 )
T f=1MHz
) Pomiar impulsowy t, =< 300 ps; 8 << 2%.
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu poderupy A4 {poziom 11l i IV)
Wartoéci graniczne
Oznaczenie | Metoda pomiaru Wamamik ) Jednostka
literowe wg e S miary | BDP 280 | BDP 282 | BDP 284| BDP 286
parametru A
min | max | min |max | min | max | min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
" ” )
logr PN-75/T-01504/09 | tgpmp =100 C;-Upp, =30 V - 5 - 2 | - - - -
'UC'EO =50 V. mA = . = = - 2 = =
RBEsl()O Q,; 'UCEO =70V = - = - - - - 2




4 BN-87/3375-32/22
Tablica 5. Wymagania szczegdlove do badan grupy. B, C i D
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegodtowe
1 2 3 4
i B, C1 Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicz-| prdéba Ub, metoda 2; 5 N
ne) wyprowadzen 3 cykle, prdéba Ua4q; 10 N
Sprawdzenie szczelnosci préba @
2 B3 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki polozenie tranzystora w czasie spadania
swobodne wyprowadzeniami do géry
3 B4 i1 C4 Sprawdzenie wytrzymatos$ci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne
4 B6 i C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia wg PN-78/T-01515 p. 5.3.22
elektryczne tabl. 5; metoda badania a), ukiad OB
BDP 280
=17 B Vs =] o
-UCE -17,..) V, IC 100 mA
BDP 282
-UCE =21 V; -1, = 85 mA
BDP 284
- . . -
-UCE =35 V; IC 50 mA
BDP 286
= - »
'UCE =50 V; IC 36 mA
5 C3 Sprawdzenie masy 2g
6 C4 Sprawdzenie wytrzymatoséci na przy- kierunek probierczy:
spieszenie stale obydwa kierunki wzdiuz osi wyprowadzen,
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na udary
wielokrotne .
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibra-
cje o stalej czestotliwosci
7 £5 Sprawdzenie wytrzymalosci na cieplo temperatura kapieli 3500C
lutowania
8 C10 Sprawdzenie wymiardw wg rys. 1itabl. 1
9 D1 Sprawdzenic odpornosci na niskie temperatura narazenia 25°C
( poziom 1111 IV) cidnienie atmosferyczne
10 D2 Sprawdzenie wytrzymatosci na roz- alkohol etylowy, aceton
puszczalniki
11 D3 Sprawdzenie palnosci palnosé zewnetrzna
12 D4
(poziom jakosci Il i IV) Sprawdzenie wytrzymalosci na plesi brak porostu plesni po badaniu
1id D5 Sprawdzenic wytrzymatosdci na mgle potozenie tranzystora dowolne
(poziom jakosci 111 i 1V) solng




Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, € i D (poziom 1, 11i IV)

Podgrupa Jednostka Warto$ci graniczne

Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki pomiaru

5 , P 280 BDP 282 8 BDP 286
Lp. literowe we badan miary BD BDP 284

parametru min max min max min max min max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 %

> PN-75/T-01504/09 30V | Bl

z 250 . 100 ] . i .
CER , B3, B4, BS pA 5

50vicCi, C2, C3, C4 - - - - = 100 " a

E—— 1
-1 =0 70v | cs, C7, C9, 1" ; - - - N - - 100

I 30V | B6, C6, C8 pA - 1200 = 500 . 2 = -

R, =100 Q

BE 50V - - - . . 500 5 -

UCER

> 70V | . . g ] - - . 500

30V c. 1) mA - 5 - 5 . _ ) -

50V = = > i = 2 - =

70V - - - - - - - 2

2 |hn,. 2 PN-74/ T-01504/08 1 A| B1, B3, B4, BS 25 . - . ) . ’ .

21E
24A | €1, C2, C8, C4 - - . 5 s . g 30 200

i ———— ﬂ
2.5 Al €5, €7 ; C8, Dl L = - _— " 30 200 = n

3A - - 30 200 “ - - B

i 1A | B6, C6, CB 20 . - - 5 ] - i

~- 2,04 - - - - . . - 23 250

2,3 & - - - - 23 250 - .-

¢C/ee-SLEE ) Lo -Nd

3 A 9 . 23 250 3 g _ )

1A c. M \. 10 - R - - _ _ -

& A - - - - - 15 = - G

2,54 . . - - - . 15 "

34| [ - - 15 - - : &

1) W czasie badania.

2) Pomiar impulsowy t, <300 ps, 6 < 2.

7. Pozostale postanowienia - wg BN-80/3375-32/00.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe do BN-87/3375-32/22

|-

Instvtuc ja opracowujgcd normg -

INFORMAC|E DOLATKOWE

Naukowo- Produk-

cyje Centrum Pdlprzewodnikéw Fabryka

Pélprzewodni-

kdw TEWA, Warszawa,

2, Normy zwigzanc

PN-74/1T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia

U(BR)CBO iU(BR)EBO

PN-74/T-01504/06 Tranzystory. Pomiar napigé mnasyce-
nia UCE st | UBE - metody impulsowq

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h21E metodg
impulsowsq

PN-75/1-01504/09 Tranzystory. Pomiar prydéw  reszt-

kowych I

PN-74/T-01504/22 Tranzystory. Pomiar pojemnosci CC

i

—ER’

CEBO

Iegs " logy

i prgdu zerowego ICEO

RO

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modulu‘ h21F| W

zakresie w.cz. 1 czgstotliwosci fT

PN-78/T-01515

Elementy pdlprzewodnikowe, Ogdlne

wWy-

magania 1 badania

BN-80/3375-32/00 Elementy pdlprzewodnikowe.

Tranzy-

story mocy malej czg¢stotliwo$ci. Wymagania i badania

3. Symbol wg KTM

BDP 280 - 1156231302004,
BDP 282 - 1156231304006,
BDP 284 - 1156231306008,
BDP 286 - 1156231308000.

4. Warto$ci dopuszczalne - wg tabl. I-1 i rys. I-1.

I(A)
-10
_7 'kmax U[ B [ ; T
5T 1T TN\ 1
-4 -
P . I
-1, 1;7 _____ A __l_ I Oqgnzczeme
_aa i ‘r-¢_1
-06 ;: |
-04 |
: BOP282.
02 ] 80P 24
L 11| Bop 286
5 ] Ji
—1 - =0 -30-90 -60-860 U[f(V,}

-4 -6 -8-10
=57

=35 00 -1

BN -81/3379-32/22-1-1

Rys. l-1. Dopuszczalny obszar pracy

Tablica 1-1. Dopuszczalne warto$ci parametrow

amb

L Oznaczenic . ) Jednostka Wartosci dopuszczalne
P Nazwa parametru :
parametru miary
BDP 280 | BDP 282 BDP 284 BDP 286
1 2 3 4 5 6 7 8
1 _UCBO Napigceie kolektor-baza przy IE =0 \ 30 40 60 80
2 _UC'ER Napigcie kolektor-emiter przy RBE:IOOQ A 30 40 60 80
3 _U(.‘EO Napigcie kolektor-emiter przy IB =0 \Y% 25 30 50 70
4 -UEBO Napigcie emiter-baza przy I,=0 % 3 3 2 5
£ ‘IC Pryd kolektera przyt., ., < 100°C A ¥ 7 7 7
6 |-, Prad bazy przy to,.e < 125°C A 3 3 3 3
~0
¥ Ptot Calkowita moc wejsclowa Lease < a3 N 40 40 40 e
(stala lub $rednia) na o
wszystkich elektrodach case = il W 16 18 16 16
b, 8 250 1,8 1,8 1,8 1,8
8 |t Temperatura zlgcza b 150 150 150 150
g | Cyns Temperatura otoczenia w czasie pracy e * -40:100 | -40:100 | -40:100 |-40:100
10 tstg Temperatura przechowywania S -40:155 | -40:155 | -40:155 |-40:155
t, . =25C.




5. Dane charakterystyczne - wg tabl., -2 1 rys,l-2:1-8,

Tablica 1-2, Dane charakterystyczne

Typ
, W : : Jednostka
L5, Sj:;izf:;e Nazwa parametru arunki pomiaru s g =P 282 e e
min typ max min typ max min typ max min typ max
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 = | Prqd resztkowy ) -U =30V _ 150 250 _ 1 100 - - - - _ -
CER kolektora O‘CQ CE
- == = & - - - = he 1 100 . & =
ey g Uog =20V pA
E = . <70V = - - - & - 1 100
- " "YCE - - - -
@ :
@ | o8 | Ucg=30V 5 - 5,00 | - - 2,00 | - 2 . : : .
9o
- = Ucg=50V mA - - - ¥ a b - ' 2,00 ” E ;
& -Ucg =70V : - - : : - - s . : -] 2,00
2 _ICEO Prad zerowy -Ucg=20V - 0,5 1 - 0,1 1 < 2 “ . a .
kolektora przy o5 '
IB = O tamb= 25 C -UCE =40V mA = s = - - - - 0,1 l . - i
-ch=60'V - . - » - - - - & = 0,1 1
3 U Napiecie prze- | -1_ =1mA
(BRYEBO | ; 1a B v 3 " _ 5 ) ; 5 g ) .5 ] )
emiter-baza I c =0
4 — " :
: -U(BR)CEO) Clapiela e |~ = & v 25 28 - 3 | 45 - | 50 | eo ; 70 | 8o :
; icia
kolektor-emiter| Ip = 0
. 1 " o =
> "Usr)cEr ) Napigeip prae- { <Ly =0,1 4 v 30 38 ; 40 50 ; 60 70 ; 80 90 )
bicia R ~100Q
kolektor-emiter BE
6 h 1) Statyczny ~-I =1A 25 = = = - = s . - - - "
21E . , C
i wspdtczynnik
wzmocnienia
pradowego - IC =2 A - - - = - = o - & 30 . 200
-UCExé-V -1..=2,5A - - - - - - - 30 - 200 - = =
- IC =3 A - - - 30 - 200 - - - " " "
-IC=7A 2,3 . - 2;3 - - 2,3 - - v I - -

ZZ/TE€-SLEE/ /g -Nd OP @moyiepop afd>vwiojul



cd. tabl, 1-2

13

1 2 3 4 5 6 8 8 10 11 12 14 15 16 17
7 -UCE satﬂ Napiecie nasyce- “IC =1 A; -IB =0,1 A - 1 " 2 % % = - 5 - -
nia kolektor-emi-
ter -IC=2A; -IB =0,2 A - - - . - < ” ” - s 1
I.-25A; -1 =0,25 v
-Lln =25 ,-B=,23A - - - - - - - 1 - - -
-IC=3A, -IB =0,3 A ~ - - - 1 - - - - - -
-lp=7 A 'IB =3 A - 335 - - F - - v - - 3.5
8 _UBE sat’l) Napiecie nasyce- _IC = 1 Ay _IB =0,1 A - 1,8 _ - _ . _ _ ) ) i
nia
baza-emiter _IC=2A; -IB =0,2 A vV - - - - - - - - - . 1.8
-IC=2,5 A;-IB =0,25 A = - - . - = = 1,8 - - -
In =34y -IB=0,3A - = & = 1,8 - - - “ " "
g N ..
9 UBE Napigcie -IC= 1A - 10 - - - - - - - - -
baza-emiter
'IC = .2 A - - - - - ~ - - - - 1,5
Y =4V %
- IC = 2,5 A - - & - - - - 1,5 - - -
- IC =3 A - - - - 15 - - - - - -
I =7 A - 3 - - 3 - - 3 - - g
10 h Zwarciowy - IC =0,5 A; 'UCE =4V
2le wspdlczynnik _ 20 = 20 = = 20 B - 20 - -
przenoszenia f =50 kHz
pradowego
11 fT Czestotliwosdé _ IC =0,5 A;- UCE sl K
graniczna f _ 1 MUz MHz 8 - 10 - - 10 - - 10 - -
12| C Pojemnosdc U =10 f =1 MHz i _ ~
B ~ P = = - = =] - -
cBO kolektor-baza B ’ 250 250 250 250
13 Rthj—c Rezystancja -1.=14; -U =10V
termiczna: L CB - 3,125 - - 3125 - - 3,125 - - 3,125
zlgcze-obudowa t=10s
°c/w
R - Rezystancja
termiczna: =1, =180 mA; -UCB=10 Vv - 70 - - 70 - - 70 - - 70
ztacze-otoczenie
_0
; tamb= 23 C-

1) Pomiar impulsowy tp =300 ps; 8 < 2%.

Z2/2C-G/EE /18 ~NY op amoyjepop alorwaoyuy



Informacje dodatkowe do BN-87/3375-32/22 9

(- b ] - "
2 80P 284 o [gomb<|
y & \d.\ BOP 286 S //F' | N tease 5L
h —
g T 1A 400 mAS .
2 50 \\% ~~. = e A P
¥ -\ \lu =
IS \% ~~ 3 l/ // 4 ~ ot
S % pd -0 5P 280] ~ _
S N2, 80P 282 -
57 N ) 6P 284
3 . -2 e BDP 286
ji 4 |
] 4
0w W B & W00 W A taell) |
e & = -6 -8 -10 -2 -

Rys. I-2. Dopuszczalny zakres procentowej wartosci prg-
du w funkcji temperatury obudowy tranzystora

] 76
UeeV)
[BR-8/AB-32021-5)

Rys. I-5. Typowe charakterystyki wyjéciowe

]
@ 3 P g BOP 260
AN 0p 22 fﬁ; /| /L /\8op 282
Up =4V B0P 284
2 < AN 80P 266 4 = / / 500 52
<A NN /
a_g_. 0 K3 \ A\ \‘f‘ o / /
3 b 2, 3 e N7 AR
<= 8 X \\\\h o &/ /
g \ 3 o |V &
5 ANY
B RN >/ »
- L\ 2 /
. [ARY MRS =2 A / /
. 2 1 % \(g \| %\\\ f /
1
EVATHIRNNN /
1 | \ / %
0 2 7 6 8¢ 2 i 6 810° L
Liczba cykli termicznych 0 =02 ~09 -06 -08 -7 -12 19 U V)76
{BN-87/3375-32/22-1-3] [BN-BY/3375-32/22-1-6)
Rys. 1-3. Maksymalnie dopuszczalna liczba cykli termicz-
nych w wyniku grzania mocg elektryczng Rys. -6, Typowe charakterystyki przejéciowe
i
Iy | %
=38 T [ Teras 600 v
BOP 762
200 wLiaid [ L aop 25 = ‘agse 757 BOP280
[ 80P 266 | R ™ BOP28?
P , BOP 284
I VIS T N | (oe s
—150 ﬁ-‘:”; "Q % S - \""‘N N
t‘ﬁ‘“l | o ——— o NS
HE - ~
_1m 3 ! w - = b
/ N
-50 | NN
/ 2
. /’ \NQ
= = = - = - " 0 .
o -0z g4 -06 08 -1 12 4 W Tgor g7 04 050801 2 4 6 64 2 4 68

Napiecie baza -emiter UglV)

[BN-87/5375-32/22-14)

Rys. l-4, Typowé charakterystyki wej$ciowe

Rys.
nik

I (A)
(BN=87/3375-32/22-1-7]

l-7. Typowe charakterystyki statycznego wspdiczyn~
a wzmocnienia prgdowego w funkcji prgdu kolektora
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Informacje dodatkowe do BN-87/3375-32/22

BOP 280 BDP282 BOP 284 BDP 266

-
I
'

S

Say,

S
\
\

%

S

Czestotliwost graniczna MMz
4

W

0
-001-02-049-06 -0f 2 -4-6 -1 2 -9-6-10
Prqd kalektora I(A)

BN-81/3375-3222-T-8]

Rys. 1-8. Typowa charakterystyka czestotliwoéci granicznej tranzystora w funkcji pradu kolektora.



